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Эпитаксиальный рост Ge на Si-подложках представляет интерес для изготовления на них ряда приборов, таких как высококачественные Ge-на-Si фотодетекторы для инфракрасного диапазона, солнечные элементы, Ge-лазеры и др. Особенно важно, если эпитаксиальный рост Ge может быть совместим с процессом Si КМОП-технологии, в котором верхний предел по температуре составляет 450ºC. В ряде успешно развитых технологиях выращивания Ge на Si температура процесса превышает эту величину. С другой стороны использование метода горячей проволоки (hot wire, HW CVD) позволяет достигнуть эпитаксиального роста при низкой температуре, но максимальная толщина слоя Ge на Si(100) не превышает 300 нм [1], после чего происходит срыв эпитаксиального роста.

В настоящей работе впервые были выращены толстые (до 3 мкм и выше) эпитаксиальные слои Ge на Si-подложках методом HW CVD при температуре 350ºC со значительной скоростью (0,2 – 1,0 нм/с). В камеру роста высоковакуумной установки напускали чистый моногерман до давления (2÷6)·10‑4 Торр, который разлагался на танталовой полоске, нагретой до 1200 - 1550ºC, в результате и происходил рост слоя Ge на Si(100). Установлено, что скорость роста линейно зависит от температуры танталовой полоски.
Кристаллическое совершенство выращенных слоев исследовано методами электронографии, просвечивающей электронной микроскопии и рентгеновской дифракции. По данным измерений кривой качания установлено, что ее ширина на полувысоте (FWHM) варьируется в интервале 5,7÷10,8 угл.мин. в зависимости от температуры танталовой полоски. Плотность ямок травления, отождествленная с плотностью прорастающих дислокаций, составляет (3÷6)·105 см‑2, что на 1,5-2 порядка величины ниже плотности дислокаций в слоях, выращенных другими методами [2].
По данным атомно-силовой микроскопии (АСМ) слои Ge имеют терасчатую структуру, что свидетельствует о слоевом механизме их роста. Слои были p-типа проводимости с концентрацией дырок (1÷3)·1017 см‑3 и подвижностью носителей заряда μ = 900 см2/В·с.

Выращенные слои в дальнейшем использовались при создании фотоприемников на λ = 1,3 и 1,55 мкм.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-02-31370 мол_а).
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